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В настоящее время ведутся активные работы по созданию  различных структур и приборов для применения в оптоэлектронике и энергетике на основе  материалов, содержащих аморфный, поли- и нанокристаллический кремний. Пористый кремний (por-Si) является одним из наиболее известных  материалов в данной области. Кроме того, перспективно применение данного материала в различных сенсорных структурах. Варьирование параметрами его получения и постобработкой por-Si позволяют управлять функциональными характеристиками пористого слоя в целях оптимизации под конкретную прикладную задачу. 

В работе проводились исследования влияния химической обработки пористого кремния с размерами пор 50-100 нм, полученного на пластинах n-типа,  полиакриловой кислотой (C3H4O2)n на его фотолюминесцентные свойства и состав поверхности. Образцы пористого кремния были получены по стандартной методике электрохимического травления  в спиртовом растворе плавиковой кислоты с добавлением перекиси водорода. Сразу после получения часть образцов обрабатывалась спиртовым раствором полиакриловой кислоты. Для получения образцов использовались исходные пластины кристаллического кремния <111> n-типа, с удельным сопротивлением 0,3 Ом*см.
Изменения состава и структуры поверхности образцов исследовали методами ИК-спектроскопии  нарушенного полного внутреннего отражения и адсорбции  кислотно-основных  индикаторов  с  различными  значениями величины  рKa. Показано, что обработка образцов полиакриловой кислотой приводит к усилению фотолюминесценции por-Si, при этом на его поверхности изменяется соотношение между содержанием адсорбционных центров с различными значениями pKa. В частности, наблюдается рост содержания кислотных гидроксильных групп с рКа ~2,5, практически полное исчезновение близких к нейтральным гидроксильных групп =Si(OH)2 с  pKa=6,4, а также существенное снижение содержания льюисовских кислотных центров с рКа ~ 14.2, способных выступать в качестве электронных ловушек, снижающих эффективность люминесценции. Полученные данные согласуются с результатами ИК-спектроскопии.


 В целом полученные данные показывают возможность управления функциональным составом поверхности пористого кремния с целью улучшения его фотолюминесцентных свойств и  придания требуемой сорбционной активности и/или реакционной способности. 
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